Справочный лист комплекта бескорпусных монолитных интегральных схем на нитриде галлия для диапазона частот 57-64 ГГц
[bookmark: _GoBack]
В 2015 году ИСВЧПЭ РАН завершил опытно-конструкторскую работу «Разработка комплекта монолитных интегральных схем 5 мм диапазона длин волн», по заказу Минпромторга России.
Были разработаны следующие монолитные интегральные схемы (МИС):
- малошумящие усилители без антенны 5411УВ01Н и интегрированный с антенной на одном кристалле 5411УВ01АН (АЕНВ.431130.293ТУ);
- усилители мощности без антенны 5411УВ02Н и интегрированный с антенной на одном кристалле 5411УВ02АН (АЕНВ.431120.294ТУ);
- преобразователь сигнала в составе: смесителя, гетеродина, усилителя промежуточный частоты на одном кристалле 5411НС01Н (АЕНВ.431320.295ТУ). 
Конструктивно монолитные интегральные схемы выполнены в виде кристаллов со структурами на основе нитрида галлия (AlGaN/GaN) на подложке сапфира для диапазона частот 57 - 64 ГГц в бескорпусном исполнении.
МИС предназначены для применения в составе герметизированной аппаратуры, обеспечивающей их защиту от воздействия влаги, пыли, соляного тумана, плесневых грибов, инея, агрессивных испытательных сред заполнения.
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Габаритный чертеж МИС преобразователя сигнала

Электрические параметры МИС приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Электрические параметры МИС при приемке и поставке
	Наименование параметра, 
единица измерения
	Значение параметра

	Малошумящий усилитель

	Коэффициент шума, дБ
	не более 6,5

	Коэффициент передачи, дБ
	не менее 16

	КСВН входа и выхода
	не более 2

	Ток потребления, мА
	не более 100

	Усилитель мощности

	Коэффициент усиления по мощности, дБ
	не менее 20

	Выходная мощность, мВт
	не менее 100

	КСВН входа и выхода
	не более 2

	Ток потребления, мА
	не более 200

	Преобразователь сигнала

	Рабочий диапазон частот выходного сигнала промежуточной частоты, ГГц
	0,06-2

	Коэффициент преобразования, дБ
	не менее 4

	КСВН входа и выхода
	не более 2

	Ток потребления, мА
	не более 100



Предельно-допустимые и предельные значения параметров режимов эксплуатации должны соответствовать нормам, установленным в таблице 2.
Таблица 2 - Предельно-допустимые  и предельные режимы эксплуатации МИС
	Наименование параметра, единица измерения
	Буквенное обозначение параметра
	Значение параметра 

	
	
	предельно-допустимый режим
	предельный режим

	
	
	не менее
	не более
	не менее
	не более

	Мощность входного импульсного сигнала, Вт
	
	–
	–
	–
	5

	Напряжение 
Питания усилителя мощности, В
	
	15
	30
	
	30

	Напряжение питания малошумящего усилителя и  преобразователя 
частоты, В
	
	5
	10
	
	10






Требования безотказности
Гамма-процентная наработка до отказа Тγ МИС при γ = 95 %, в режимах и условиях, установленных в настоящем требовании к техническим характеристикам, должна быть не менее 20 000 ч в пределах срока службы Тсл 20 лет.
Требования сохраняемости
Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ МИС при γ = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 20 лет.

Указания по применению и эксплуатации
При работе с МИС и при их монтаже необходимо предусматривать защиту от воздействия статического электричества.
При работе с МИС не допускается касание незащищенными руками, твердым инструментом и другими предметами. 
МИС следует брать вакуумным пинцетом.
МИС после снятия с эксплуатации, подлежит утилизации в порядке и методами, устанавливаемыми в контракте на поставку.
МИС не должны иметь резонансных частот в диапазоне частот до 100 Гц.
При монтаже МИС в микросборках, предназначенных для ВВСТ необходимо выполнение следующих условий:
· монтаж МИС должен осуществляться методом наклейки, способ монтажа кристалла - прямой. При наклейке следует использовать клей ЭЧЭ-С. Допустима температура при наклейке 175 °С, время выдержки – 2 часа. Основание, на которое наклеивается кристалл МИС, должно быть золоченное, толщина покрытия не менее 2,5 мкм;
· разварку земляной шины по длинной стороне кристалла производить с шагом 150 мкм;
· входы и выходы ВЧ сигнала микрополосковые, согласованные с подводящими каналами;
- присоединение выводов к контактным площадкам МИС производится методом термоультразвуковой сварки. В качестве выводов должна применяться золотая проволока марки Зл ПД 2,5 ТУ 48-1-415-77 или Зл 999,9 
ТУ 48-1-353-86;
· выводы после сварки не должны касаться структуры МИС и боковых ребер МИС;
· не допускается смещение сварных точек, приводящее к закорачиванию элементов структуры;
· не допускается сильное натяжение и провисание выводов;
· не допускается разрыв (пережатие) вывода на месте сварки.
При установке МИС с интегрированной на кристалл антенной необходим корпус ВВСТ, проницаемый для электромагнитного излучения в диапазоне 57-64 ГГц.
При монтаже МИС не допускается использование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое воздействие с защитным покрытием и другими элементами конструкции МИС.
В случае использования части МИС из общей упаковки, не использованные МИС должны быть повторно упакованы в герметичную тару.
После снятия с эксплуатации МИС (аппаратуры в которую входят МИС) подлежат утилизации.
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